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Introducción

! En relación a los BJTs, los FETs son más fáciles de fabricar, 
y pueden hacerse más pequeños

! Existe una gran variedad de tecnologías FET: MOS, CMOS, 
DMOS, JFET, VMOS, etc.

! Funciones de lógica digital y memorias pueden fabricarse 
enteramente con MOSFETs

! La mayoría de los circuitos VLSI se implementan con 
tecnología MOS
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Estructura Física del E-MOSFET

m10m1 µµ ≤≤ L
m500m2 µµ ≤≤W

m1.0)SiO( 2 µ≈H



4Dr. J.E. Rayas Sánchez

Estructura Física del E-MOSFET (cont.)
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Operación del E-MOSFET (vGS > Vt , vDS = 0)
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Op. del E-MOSFET (vGS > Vt , vDS pequeño)
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Op. del E-MOSFET (vGS > Vt , vDS grande)
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Operación del E-MOSFET (vGS > Vt )
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Curvas Características del E-MOSFET
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Ecuaciones del E-MOSFET

! En la región óhmica (triode region), tGSDS Vvv −<
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Región Óhmica del E-MOSFET
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Curva de Transconductancia del E-MOSFET

2)( tGSDS VvKi −=
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Modelo para Señal Grande del E-MOSFET
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Modulación de la Longitud del Canal
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Modelo del FET para Señal Grande (cont.)
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λ: factor de modulación de la longitud del canal
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Símbolos de FETs

! E-MOSFET
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Ejemplo

Calcular el punto de operación del JFET 
(VP = -4V, IDSS = 12mA)

+20 V

2.7 KΩ
100 KΩ

RD

2.7 KΩ
RSRG2

RG1
1.4 MΩ

0.6 MΩ

RL
2.7 KΩ

vs

voRSS
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Problema

Calcular el punto de operación del MOSFET 
(Vt = 1.5 V, K = 0.125 mA/V2)

RD

RG RL
vi

vo

VDD
(15V)

10 KΩ

10 MΩ

10 KΩ
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Ejercicios de Tarea

Resolver problemas 5.34 y 5.42 del libro de texto
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El FET como Amplificador
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Transconductancia del FET, gm

En la región de saturación, tGSDS Vvv −≥
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El FET como Amplificador (cont.)



23Dr. J.E. Rayas Sánchez

Señal Pequeña

gsGSGS vVv +=
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Modelo del FET para Señal Pequeña

)(2 tGSm VVKg −=
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Modelo del FET para Señal Pequeña (cont.)
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Modulación de la Longitud del Canal
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Fuente Común
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Ejemplo

Calcular Av y Zin del siguiente amplificador JFET 
(VP = -4V, IDSS = 12mA)

+20 V

2.7 KΩ
100 KΩ

RD

2.7 KΩ
RSRG2

RG1
1.4 MΩ

0.6 MΩ

RL
2.7 KΩ

vs

voRSS
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Problema

Calcular Av y Zin del siguiente amplificador E-MOS 
(Vt = 1.5 V, K = 0.125 mA/V2)

RD

RG RL
vi

vo

VDD
(15V)

10 KΩ

10 MΩ

10 KΩ
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Ejercicios de Tarea

Resolver problemas 5.48, 5.50, 5.52, 5.54 y 5.57 del 
libro de texto
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